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 МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021 
 



 
ПРОГРАММА 50-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУЛИНОВСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЗИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ С КРИСТАЛЛАМИ. 

 
 
1-й день, вторник 25 мая 
 
800-1000 Регистрация 

 
1000-1020 Вступительное слово. Регламент конференции 

 
Секция I 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УСКОРЕННЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ 
 

Председатель В.С. Черныш 
 

1020-1100 Н.Г. Чеченин, А.В. Грунин, Н.В. Новиков, А.А. Шемухин. 
Особенности воздействия космического излучения на компоненты 
бортовой электроники планарной и 3D-технологий……………............ 

 
 
3  

1100-1130 Б.Л. Оксенгендлер, А.Ф. Зацепин, Н.Н. Тураева, С.Х. Су-
лейманов, Х.Б.Ашуров. Концепция «сложности» в радиационной фи-
зике. ………………………………………………………………………. 

 
 
4  

1130-1200 В.П. Попов, С.Н. Подлесный, И.Н. Куприянов. Длительная 
когерентность NV-центров после горячей имплантации и HPHT отжига 
алмаза............................................................................................................ 

 
 
5  

  



II 
1-й день, вторник 25 мая 
 
Секция II 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАНОСТРУКТУРАМИ (РАССЕЯНИЕ, РАСПЫЛЕНИЕ, 

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ И ЭМИССИЯ ВТОРИЧНЫХ 
ЧАСТИЦ) 

 
1-е заседание, 1200-1315  
 

КЛАСТЕРНЫЕ ИОНЫ 
 

Председатель А.М. Борисов  
 

1200-1215 А.И. Стручков, К.В. Карабешкин, А.И. Титов, П.А. Ка-
расев, А.Ю. Азаров, Д.С. Гогова. Роль молекулярного эффекта в 
накоплении повреждений в оксиде галлия …………………………… 

 
 
9  

13-1345 Н.Г. Коробейщиков, И.В. Николаев, В.В. Атучин, И.П. 
Просвирин. Селективное распыление поверхности монокристаллов 
трибората лития ионно-кластерным пучком аргона …........................... 

 
 
10  

1345-1300. Д. С. Киреев, М. О. Рябцев, А.Е. Иешкин, В.С. Черныш. 
Эволюция нанорельефа поверхности кремния при наклонной кла-
стерной бомбардировке............................................................................ 

 
 
11  

1300-1315 Д.В. Широкорад, Г.В. Корнич, С.Г. Буга. Модификация 
янусоподобных двухкомпонентных кластеров под действием частиц 
AR1 и AR13 низких энергий….………………………………………... 

 
 
12  

 
1315-1330 Общее фотографирование on-line 
 
1330-1415 перерыв на обед 

2-е заседание, 1415 -1530  
 

АТОМАРНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИОНЫ 
 

Председатель Н.Г. Чеченин 
 

1415-1430 - В.Е.Пуха, П.А.Карасев, Е.Д.Федоренко, И.И.Ходос. Об-
лучение молекулярных слоев фуллерена ускоренными ионами 
C60………………………………………………………………………… 

 
 
13  

1430-1445 Н.Н. Андрианова, А.М. Борисов, Е.С. Машкова, М.А. 
Овчинников, М.А. Тимофеев. Формирование наностеночной мор-
фологии при высокодозном ионном облучении стеклоуглерода и уг-
леродного волокна ………………………………………………………. 

 
 
 
14  

1445-1500 Ф.Ф. Умаров, Д.В. Алябьев, И.Д. Ядгаров. Торцевое рас-
сеяние атомов водорода на углеродных нанотрубках и угловое рас-
пределение рассеянных атомов ………………………………………... 

 
 
15  



III 
1500-1515 А.А. Никольская, Д.С. Королев, А.Н. Михайлов, А.А. Ко-
наков, Д.А. Павлов, Д.И. Тетельбаум. Изменение фотолюминес-
центных свойств фазы 9R-Si при вариации условий ионного синтеза  

 
 
16  

1515-1530 А.М. Борисов, Е.С. Машкова, М.А. Овчинников, Р.Х. 
Хисамов, Р.Р. Мулюков. Эрозия и ионно-электронная эмиссия нано-
структурного никеля при облучении ионами аргона с энергией 30 кэв  

 
 
17  

1530-1545 В.А. Загайнов, В.В. Максименко, Н.П. Калашников, В.Д. 
Чаусов, Д.К. Загайнов, И.Е. Аграновский. Возгонка металлов при 
коронном разряде и образование частиц. ……………………………. 

 
 
18  

1600-1615 А.И. Кудюкин, М.Н. Махмудов, Е.Н. Моос. Перераспре-
деление атомов сплавных электродов в зоне воздействия дугового 
разряда…………………………………………………………………… 

 
 
19  

 
1630-18  обсуждение стендовых докладов 
 
Стендовые доклады 
 

1.  А.М. Борисов, Е.С. Машкова, М.А. Тимофеев, М.А. Овчинни-
ков. Модифицирование поверхности углеродного волокна высоко-
дозным облучением ионами углерода ……………………………... 

 
 
20  

2.  А.В. Назаров, А.Д. Завильгельский, В.С. Черныш. Влияние 
сорта атомов кластера на взаимодействие кластеров инертных газов 
с поверхностью твёрдого тела………………………………………. 

 
 
21  

3.  П. А. Пушко, М.Е. Беляев, Д.С. Киреев, Ю.А. Ермаков, А.Е. 
Иешкин. Особенности коэффициентов распыления газовыми кла-
стерными ионами…………………………………………………… 

 
 
22  

4.  М.Н. Махмудов, Е.Н. Моос. Атомы молекул водорода в масс- 
спектрах………………………………………………………………. 

 
23  

5.  В.М. Студзинский, К.В. Карабешкин, А.И. Титов, П.А. Карасёв. 
Синтез наночаcтиц золота на полимерной подложке методом ион-
ной бомбардировки…………………………………………………. 

 
 
24  

6.  А.А. Бельмесов, В.Е. Пуха, Е.Н. Кабачков, И.И. Ходос. Влияние 
ионов C60 высоких энергий на структуру и связи углеродных по-
крытий…………………………………………………………........... 

 
 
25  

7.  Ф.Ф. Умаров, Д.В. Алябьев, И.Д. Ядгаров. Рассеяние низкоэнер-
гетических атомов углерода, димеров углерода на молекулах фул-
лерена………………………………………………………………… 

 
 
26  

8.  F. Umarov, I. Yadgarov, A. Ulukmuradov. Sputtering of graphene by 
hydrogen-carbon clusters: CH, CH2, CH3 and CH4……………………. 

 
27  

9.  В.П. Кощеев, Ю.Н. Штанов. Зависимость электронных термов 
двухатомных молекул от вида атомного форм-фактора…………… 

 
28  

10.  В.И. Шульга. Энергетические спектры водорода и дейтерия низ-
ких энергий при отражении от двухслойных мишеней……………. 

 
29  

11.  А.А. Сычева, Е.Н. Воронина. Особенности распыления кремние-
вых наносфер ионами инертных газов низкой энергии……………. 

 
30  

12.  И.В. Николаев, Н.Г. Коробейщиков, П.В. Гейдт, В.И. Струнин. 
Особенности обработки кластерными ионами аргона поликристал-
лических плёнок AlN на подложках из ситалла и Si………………. 

 
 
31  



IV 
13.  В.Н. Черник, В.П. Петухов. Источник фемтоамперных пучков 

протонов……………………………………………………………….. 
 
32  

14.  Б.Е. Умирзаков, Д.А. Ташмухамедова, Э. Раббимов, Ш.А. Толи-
пова, С.Т. Гулямова, З.М. Собиров. Влияние методов создания 
нанопленок MoO3/Mo (111) на их свойства………………………… 

 
 
33  

15.  А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов. Исследование взаимосвязи между 
инерционностью и линейно динамическим диапазоном поверх-
ностно-ионизационных детекторов…………………………………... 

 
 
34  

16.  А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов, С.С. Исхакова, А.С. Халматов, 
Ш.Т. Тоиров. Исследование инерционности поверхностно-иониза-
ционных детекторов…………………………………………………. 

 
 
35  

17.  Д.С. Мелузова, П.Ю. Бабенко, А.Н. Зиновьев. Моделирование 
распыления w ионами Ne и Be методом молекулярной динамики. 

 
36  

18.  А.И. Мусин, Г.В. Корнич, В.Н. Самойлов. Исследование меха-
низмов фокусировки атомов, распыленных с поверхности грани 
(001) Ni ионами Ar низкой энергии…………………………………. 

 
 
37  

19.  Д.В. Терентьева, Л.А. Святкин, Р.С. Лаптев. Особенности фор-
мирования гелий-вакансионного комплекса на границе раздела в 
металлических слоях Zr/Nb: Расчеты из первых принципов……… 

 
 
38  

20.  Ш.М. Ахмедов, Ш.Дж. Ахунов, Д.Т. Усманов. Исследование за-
кономерности поверхностной ионизации инсектицида карбарила. 

 
39  

21.  Е.В. Окулич, В.И. Окулич, Д.И. Тетельбаум, А.Н. Михайлов.     
О возможности использования молекулярно-динамического моде-
лирования для расчёта кластерообразования при постимплантаци-
онном отжиге полупроводников……………………………………… 

 
 
 
40  

22.  В.И. Кристя, Мьо Ти Ха, М.Р. Фишер. Моделирование влияния 
термополевой электронной эмиссии из катода с тонкой диэлектри-
ческой пленкой на его эмиссионные характеристики в тлеющем 
разряде……………………………………………………………….. 

 
 
 
41  

23.  Р. Джаббарганов, Б.Г. Атабаев, А.С. Халматов. Влияние термо-
десорбции атмосферного окисла меди на распыление отрица-
тельно-ионных легированных примесями кластеров……………. 

 
 
42  

24.  Б.Г. Атабаев, Р. Джаббарганов, Ф.Р. Юзикаева, М.А. Пермуха-
медова, У.Б. Халилов. Температурные зависимости распыления 
отрицательно-ионных карбин-кремниевых кластеров поверхности 
3C-SiC/Si (100)……………………………………………………….. 

 
 
 
43  

25.  Ш.Дж. Ахунов, Д.Т. Усманов, Ш.М. Ахмедов. Исследование 
ионно-фотонной эмиссии при бомбардировке Ta мишени кластер-
ными и многозарядными ионами…………………………………… 

 
 
44  

26.  А. И. Толмачев, Л. Форлано. Поведение коэффициента распыле-
ния при скользящем падении ионов на мишень…………………… 

 
45  

27.  Л.А. Жиляков, В.С. Куликаускас. Полуэмпирический подход к 
объяснению механизма самоизоляции пучков протонов, скользя-
щих вдоль диэлектрической поверхности…………………………. 

 
 
46  

28.  В.П. Афанасьев, П.С. Капля, Л.Г. Лобанова. Влияние процессов 
многократного упругого рассеяния в многокомпонентных мише-
нях на формирование сигналов ISS и электронного RBS…………. 

 
 
47  



V 
29.  А.Д. Завильгельский, А.В. Назаров, В.С. Черныш. Моделирова-

ние распыления сплавов NiPd газовыми кластерными ионами ме-
тодом молекулярной динамики……………………………………… 

 
 
48  

30.  Б. Батгэрэл, И.В. Пузынин, Т.П. Пузынина, И.Г. Христов, Р.Д. 
Христова, З.К. Тухлиев, З.А. Шарипов. Моделирование процес-
сов взаимодействия нанокластеров меди с металлическими мише-
нями со структурой реальных кристаллов………………………….. 

 
 
 
49  

31.  С.С. Волков, С.В. Николин, М.В. Чиркин. Взаимодействие 
ионов низких энергий со свободным электронным газом поверхно-
сти……………………………………………………………………… 

 
 
50  

32.  Г.В. Нечаев В.Е. Пуха, Е.Н. Кабачков, И.И. Ходос. Формирова-
ние полимеров при совместном осаждении ускоренных ионов и 
молекул C60. …………………………………………………………… 

 
 
51  

 
  



VI 
2-й день, 26 мая 
 
Секция III 
 

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЭФФЕКТЫ, 
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРЯДОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЦ 
 

1000-1100 1-е заседание ИЗЛУЧЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ УСКОРЕННЫХ 
ЧАСТИЦ В ВЕЩЕСТВЕ И ВНЕШНИХ ПОЛЯХ 

 
Председатель Н.В. Новиков 
 
1000-1020 Объединенный доклад: 
А.В. Бердниченко, И.Е. Внуков, Ю.А. Гопонов, Р.А. Шатохин, 
K. Sumitani, Y. Takabayashi. Влияние асимметрии отражения на 
выход параметрического рентгеновского излучения электронов в 
кристаллах…………………………………………………………… 

 
 
 
 
55  

А.В. Бердниченко, И.Е. Внуков, Ю.А. Гопонов, Р.А. Шатохин, 
K. Sumitani, Y. Takabayashi. Определение размера электронного 
пучка по угловым распределениям рентгеновского излучени элек-
тронов в кристалле кремния……………………………………….. 

 
 
 
56  

1020-1040 Объединенный доклад: 
С.В. Блажевич, М.В. Бронникова, А.В. Носков, О.Ю. Шевчук. 
Индикация расходимости пучка релятивистских электронов по 
угловому распределению ДПИ в мишени с периодической слои-
стой структурой…………………………………………………….. 

 
 
 
 
57  

С.В. Блажевич, А.В. Носков. Ионизационно-рекомбинационный 
процесс как средство индикация степени сфокусированности 
пучка заряженных частиц или ионизирующего излучения………. 

 
 
58  

1040-1055 М.В. Булгакова, В.С. Малышевский, Г.В. Фомин. Уг-
ловое распределение поляризованного рентгеновского черенков-
ского излучения при скользящих углах вылета…………………… 

 
 
59  

1055-1110 В.В. Сыщенко, А.И. Тарновский, В.И. Дроник, А.Ю. 
Исупов. Расщепление уровней энергии поперечного движения 
позитронов при каналировании в направлении [100] кристалла 
кремния………………………………………………………………. 

 
 
 
60  

 
1110 -1130  перерыв  

  



VII 
1130-1245 2-е заседание  

 
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ и ДИНАМИКА ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ИОНОВ 
 

Председатель А.С. Кубанкин 
 
1130-1145 П.Ю. Бабенко, А.Н. Зиновьев. Ядерные тормозные спо-
собности для потенциалов с притягивающей ямой …...…………… 

 
61  

1145-1210 Объединенный доклад: 
Н.В. Максюта, В.И. Высоцкий, С.В. Ефименко. Особенности 
каналирования заряженных частиц в кристаллах с гексагональной 
структурой ………………………………………………………….. 

 
 
 
62  

Н.В. Максюта, В.И. Высоцкий, С.В. Ефименко, Ю.А. Слин-
ченко. Расчет кильватерных потенциалов при осевом каналирова-
нии слаборелятивистских протонов в ионных кристаллах……… 

 
 
63  

1210-1225 Н.Н. Михеев. Тормозная способность вещества для 
пучка моноэнергетических протонов с энергией 1.0 кэВ – 1.0 ГэВ  

 
64  

1225-1240 Н.В. Новиков, Н.Г. Чеченин, А.А. Широкова. Неадди-
тивность потерь энергии электронов и протонов в многослойной 
мишени………………………………………………………………. 

 
 
65  

 
1245-1400, 3-е заседание  
 
ИЗЛУЧЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ. 
 
Председатель Г.В. Корнич 
 

1245-1300 Объединённый доклад 
Н.П. Калашников, А.С. Ольчак. Явление каналирования как мо-
дель атома пониженной размерности в сопутствующей системе 
отсчета………………………………………………………………. 

 
 
 
66  

С.Б. Дабагов, Н.П. Калашников, А.С. Ольчак. Комбинирован-
ное тормозное излучение релятивистских частиц при движении в 
кристалле……………………………………………………………. 

 
 
67  

1300-1315 Н.П. Калашников, А.С. Ольчак. Классическое и кван-
товое описание эффекта каналирования как взаимодополняющие 
приближения. ………………………………………………………. 

 
 
68  

1315-1330 Е.А. Мазур Кинетические явления в полупроводнике, 
возбуждаемом ориентированным пучком быстрых заряженных 
частиц. ………………………………………………………………. 

 
 
69  

1345-1400 Н.Н. Михеев. Статистическая модель дискретных про-
цессов многократного рассеяния заряженных частиц в слое веще-
ства…………………………………………………………………… 

 
 
70  
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